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Considere o circuito da fig. 1, em que os transistores t€ém as seguintes °
caracteristicas: t1zv
470k
MOSFET: K=0,5 mA/V% V;=1V; Gmp=0m /5 P Q
BIT: Vae 20,7 V; B =200 10k N
Tenha em atengdo que, Vo
para 0 MOS temos ip = K (Vas - Vo)* ; gm =2 (K Ip )2 1M ) C
e,para o BIT, gn=1c/Vs,comV;=25mVe B=gyr,. Vs R§ §12k
Suponha ainda que toma, para ambos os transistores, V4 =0 e que a . 1”7 12V
. L ix o s fig. 1
capacidade C ¢ tdo elevada que pode sempre considera-la uma o

impedancia nula para as frequéncias do sinal.
Comece por considerar apenas 0 MOSFET. Ignore para ja o BJT e ndo considere os pontos P e Q ligados.

1. Calcule R por forma a que a corrente continua no dreno seja de 10 pA e mostre que o MOSFET esta na zona de
saturagdo. Ignore o efeito de corpo no célculo da corrente continua.

2. Desenhe o circuito para sinal, substituindo o MOSFET pelo seu modelo IT e calcule o ganho Ay, =V, / V.

Suponha agora que desliga o sinal da porta do MOSFET e o liga a sua fonte através -—o
de C, conforme indicado na fig. 2. Suponha ainda, se ndo calculou R, que o seu valor +12Vv

¢ maior do que 1 MQ. 470k b

3. Desenhe o circuito para sinal, para ja sem substituir o transistor pelo seu

modelo equivalente. 10K
4. Substitua agora o MOSFET pelo seu modelo em IT, tendo em conta o efeito

de corpo e calcule o novo ganho em tensdo, Ay, =V, / Vs. 1M C
5. Calcule a resisténcia vista pela fonte de sinal. Vg
Considere agora que liga os pontos P e Q e que a tensdo continua na base do BJT fig. 2 -12V
fica, aproximadamente, a 4 V. ' -0

6. Tendo em conta que o amplificador € agora constituido por dois andares (com saida Vo), calcule a redugdo que se
verifica no ganho do primeiro andar (i.e., o ganho Ay, anteriormente definido) pelo facto de este ser agora carregado
pelo segundo andar.

Alunos de Automagéo e Energia: Alunos de Tele:
7. Admita agora que, no circuito da alinea 6 (i.e., o circuito 7. Calcule a resisténcia de saida do amplificador,
da fig.2, com os pontos P e Q ligados), C=10 pF. em Vo. Justifique.
Determine a frequéncia inferior de corte a -3 dB da 8. Como se indicou no principio, no caso do
resposta as baixas frequéncias. transistor bipolar, ignorou-se o efeito de Early
8. Explique o que ¢ o efeito de Miller e diga se alguma das (i.e., supds-se Vp=). Diga em que consiste e
capacidades dos transistores sofre esse efeito e quais as explique esse efeito.

suas consequéncias. Finalmente, faca uma avaliago
qualitativa da resposta as altas frequéncias deste

amplificador. Vi A B
P W

1. Considere o circuito da fig. 3, em que as caracteristicas do zener sfo as que
estdo representadas na fig. 4. v| é uma tensdo sinusoidal de 50 Hz e 10 V de —
pico. Considere que a tensdo de condugdo do diodo ¢ de 0,7 V. Suponha fig. 3
ainda que R » 50 Q.

1. Determine a ondulagdo residual nos pontos A e B.

2. Determine o valor minimo que a resisténcia R, pode ter, por forma a que
o0 zener nunca saia da regido de regulagdo (ou seja, iz > lz).
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